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想定される活用例、相談可能な分野
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グリーンデバイスの研究

KEYWORDS　半導体デバイス、プロセス工学、環境エレクトロニクス

ワイドギャップ半導体を中心に様々な次世代半導体を用いて、省エネや地球環境に優しい高性能電子
デバイス（グリーンデバイス）の研究開発に取り組んでいます。エネルギー・環境問題を解決し、高度情
報通信社会を発展させることにより、サステイナブルで豊かな社会を実現することが目標です。
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デバイス作製と特性評価

新規プロセス・新規デバイス材料の開拓

小電力応用に適した低閾値ショットキーバリアーダイオード(SBD)の開発

ワイドギャップ半導体を用いた電力用
および高周波用の様 な々デバイスの層構造
やデバイス構造の設計、デバイス作製、
特性評価を行っております。
左図は電力用ノーマリオフ型 GaN FET
の構造と高温特性を示したものです。
この例を含めて新規なリセス構造デバイス
の研究開発も行っております。

エッチングダメージの少ない、電気化学
手法を用いたウェット系エッチングの
開発や、電気化学的手法を用いた窒化
物半導体やそのヘテロ構造の電気伝導
特性の変調の研究を行っています。
左図は陽極酸化によってn型GaNの電子
移動度がどのように変調可能かを調べた
結果です。得られた知見をもとに新規
デバイス材料を開発することが目的です。

エネルギーハーベスティング技術等の
小電力応用に適したデバイスの開発を
行っています。左図は、無電源で動作する
鉱石ラジオの検波素子から着想を得て、
天然FeS₂結晶を用いて作製したSBDと
その特性を示したものです。
小電力応用に適した低閾値特性が実現
されています。　
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■ 半導体その他の電子材料や電子デバイス設計、デバイス作製プロセスなどについてご相談
に乗れます


